(D Germanium-pnp-Legierungstransistor GC 120

(OC 820)
Der MF-Transistor GC 120 (alte Bezeichnung OC 820) ist ein leglerter Ge-pnp-
Flichentransistor im = TO-18-Gehduse,
Der Transistor ist fir Treiberstufen in NF-Verstirkern und fir NF-Endstufen
kleiner Leistung bestimmt.
Statische Kennwerte (fir#, = 25°'C —5grd)
Kollektorreststrdme
=—lcpo = 1,5= 15puA bei —Ueg = 6V
—lcgo = 105 < 600 uA bel —Ugg = 6Y
—lcen < 250 pA bei —Ucg = 20V
Regg = 1kil
Emitterreststrom —lggo = 10 100pA bei —Ugg = 10V
Kollektorrestspannung
—Ucpra: = 0,44 = 0,55V bel —lc = 150 mA
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Ubergangsfrequenz Masse 0.8 g
fr = 0,3 (bei —Uge =6V —lc =2mA
f = 0,5 MHz)
Rauschmafl F=9=<125dB
beil —Ueg = 1V —le = 0,3 mA
M = 1kHz Af =1 kHzx
R, = 5000
Gleichstromverstarkung
B=11 bel —lUeg = 6Y
—Uge = 022<0,35¥ —lg = 10mA
B = 11...22 mA bei '_UCE = 07V
—Ugg = 0,44< 055V —lg = 180 mA
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bei Rge = 1 k2 J \\

i = 75°C

9, - 65°C 20 a0 40 50 -3 70 8l

=l = 150 mA Werlustleistung in Abhingigkeit von der Umgebungstemperatur
le = 165 mA i, bei verschiedenen Al-Kihlblechgréfien von 2 mm Stirke (ver-

—lg = 50 mA tikale Montage, Blech ungeschwirzt)

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor GC 120
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